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Neste trabalho, foi utilizada a técnica de CVD (Chemical Vapour Deposition) a pressdo atmosférica para depositar
um filme protetor de silica amorfa (SiO2), que visa diminuir a difusdo de carbono em agos inoxidaveis austeniticos.
As deposicOes foram realizadas em escala reduzida, e a liga escolhida como substrato para a deposi¢do foi um ago
inoxidavel austenitico com baixo teor de carbono na sua composi¢do, o que facilita a visualizacdo dos carbetos
formados devido a difusdo do carbono durante os ensaios de carburizagdo. Foi usado um composto metalorganico
como precursor quimico da silica. As deposicOes foram realizadas em uma atmosfera composta principalmente por
nitrogénio e vapor de dgua, mantendo uma concentracdo reduzida de oxigénio para desacelerar a decomposi¢do do
precursor quimico e assim obter um filme mais uniforme. O precursor quimico liquido foi injetado no fluxo de gas
pré-aquecido por meio de um atomizador, garantindo a distribuicdo uniforme do liquido no volume de gés. Os filmes
obtidos na superficie do aco foram caracterizados quanto a sua morfologia por microscopia Gtica e por microscopia
eletronica de varredura. Para testar a eficiéncia dos filmes na protecdo contra a difusdo de carbono e a quantidade de
coque depositado, foram realizados testes de carburizacdo de 12 horas a 1050°C em uma atmosfera saturada com
carbono. Apos este ensaio, foi feita a metalografia das amostras para revelar os carbetos formados durante o ensaio.
A caracterizagdo das amostras submetidas a carburizagéo foi feita por microscopia ética e por microscopia eletronica
de varredura. Para definir os fatores determinantes na deposicdo do filme, foram testadas diferentes razfes de area
por volume, velocidades e tempos de residéncia do precursor quimico em contato com a superficie do aco.
(Fundacéo Luiz Englert / UFRGS).
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